
データ

図1にSiC中におけるN,Al,Pを同時に取得した条件(a)、Nの感度を重視した条件(b)、Alの感度を重視した条
件(c)にてSIMS測定を行った結果を示します。

(a)ではN,Al,Pの分布を同時に評価し、素子全体のドーパントの分布を把握できます。

(b)では測定元素をNに限定することで高感度に検出することができるため、(a)よりも低濃度のレベルまで
感度良く評価することが可能です。

(c)はAlをより高感度に検出することができる条件で取得したプロファイルです。(a)より感度が劣りますがP
を同時に取得することが可能です。

分析目的に合わせて最適な分析モードをご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

図1 SIMS分析で得られたデプスプロファイル
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(a) N,Al,P同時取得

接合位置を評価可能
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(b) Nの感度を重視

低濃度領域を高感度に
評価可能
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(c) Alの感度を重視

低濃度領域を
高感度に評価可能

接合位置を評価可能

概要

市販品SiCパワーMOS FETのドーパント元素であるN,Al,Pの深さ方向濃度分布を複数の分析モードで評
価した事例を紹介します。
分析目的によってはそれぞれの元素を最適な条件で別々に測定せず、複数の元素を同時に測定するこ
とが可能です。多元素同時測定した場合と、それぞれの元素に着目した条件で測定した場合の事例を
示します。
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目的に応じた分析条件で測定します

測定法 ：SIMS
製品分野 ：パワーデバイス
分析目的 ：微量濃度評価・製品調査

TEL ： 03-3749-2525     E-mail ： info@mst.or.jp
URL ： https://www.mst.or.jp/

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！
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